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Si-n] ton-Le schalttransist 

Anwendung 

Wechselrichter und Gleichstromsteller bei hoher Frequenz am 380-V- und 220-V-Netz, z. B. für 

Wechselstrom-und Gleichstromantriebe, statische unterbrechungsfreie Stromversorgung, Schweiß- 

umrichter 

Besondere Merkmale 

Fotentialfreier Metallboden, 11203-Ilolierkeran‘.l.k. Dreifach-Diffusionstechnik, schnelle Invers- 
Leistungsdiode, Glaspassivierung, große Kriechstrecken, Schraubanschlüsse, marktübliches Montagemaß. 

Bild 1: Darstellung mit Anschluß- 

belegung 

Masse: max, 280 g



Bild 2:; Kennzeichnung und Innenschaltung 

(Absolutes Grenzwertsystem) 

Diese Werte gelten im gesanmten Bereich der Sperrschichttemperatur, wenn nichts anderes angegeben. 

Kurz- 
zeichen Einheit Bemerkung 

Kollektor-Emitter- L 750 Y (SU 508) 

FEn 900 v (8U 509) Upp= -2 V 
1000 v (SU 510) 

Voro 600 v (SU 508) 

700 _ Y (SU 509) IB = 0 

800 v {SU 510) 

Enmitter-Basis-Spannung UE3o 7 Y 

Empfohlener Wert für Normalbetrieb 
Kollektorstrom IGpat 30 A (Nennstrom) 

I‘€ 30 A " $ 

Ioy 60 A tp$1l\ll, 5 0,1 

=Ic 30 A N Ip/ZpM 

=Icy 60 A 5 4& 1ms, &® 0,1 der Inversdiode 

Basisatrom v A » z 

Ipy 4 A ‘„" 1ms, ’& 0,1 

Gesamtverlustleistung P, 250 W 425 %6 

Sperrschichttemperatur d 150 % 

Gehäusetemperatur 1% min -25 ° 
ü max 150 ® 

Lage: temperatur A min 5 *09 max. 1 Jehr 
. in der %erpuku'ng 5t5 max 35 % 

min -40 % max. 1 Monat 
max 50 ° 

Anzugsädrehmonment der . min 4 Yn Gewindetiefe im Aluminiumkühl- 
Befestigungsschrauben max 5 m körper ® 12 m 

Anzugsdrehmoment der min 1,8 Yn Lochtiefe B mm 
Schraubanschlüsse max 2,2 am 
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Kurz- Prüf- 
zeichen min. tyP- mMaxX. EBinheit bedingungen 

Kollektor-Emitter- UigRycgo 500 v (sSU 508) 1y = 0, Ig = 0,24, 
Durchbruchspannung ggg g g'g 'g?g ‘P < 1 ms, Einzelimpuls 

Kollektor-Emitter- AF 5 mA Ua = U 
Restatrom OEV “:g . .(2‘‚'B#m‚ 

Emitter-Basis- 200 mA U, =5V, I4=0 
Restatrom 7zB0 3B * 4 

Kollektor-Emitter- U 2 V 1a = 30A, 1, = 14A4 CEsat C » B ® Sättigungsspannung tp < 1 ms8, Einzelimpuls 

Basis-Emitter- UBBSBT. 2,5 Y 
Sättigungsspennung 

Kollektor-Basis- h 50 90 = 30 A, Uop =5V 
Stromverhältnis 218 10 * OE 

tp 7 ma, Eingelimpuls 

Negative Kollektor- —u„ 1,8 Y -Ic = I;P = 30 A, 
Emi1tter-Spannung 

Durchlaßspannung l]‚. 1,8 Y t 1 ms8, Einzgelimpuls 
der Inversdiode P 

Sperrerholungszeit ‘rr 0,2 „us -Ic = I‚ = 30A, 
der Inversdiode 

dicl'dt--diplät""o° A/,.us 

Sperrerholstromspitze I; 9 A =-5V 
der Inveradiode A D UEE 

Speicherzeit des *a 15 ‚on Ohmsche Last, In = 30A, 
Kollektorstromes \ Igı = -Ip2 = 1A, 

Abfallzeit des 2 3 jus Ugg = 250 V 
Kollektorstromeß 



Kurz- Ein- 
zeichen min. tyP- MaX. heit Früfbedingungen 

ääil%=]e.{:i%;rntmmeu %s 3 - Induktive Jnat, In a J0 A, 
Ipy * OM Asrlyn = 34, 
Voc = 20 V, 

Abfallzeit * 0,5 un D 40 ju, Uogiamp* 300 V 
des Kollektorstromes 

Imerer Wärmewiderstand Rth_1c1 0,5 K/W 
des Transistors 

Innerer Wärmewideratend 2,5 K/W 
der Inversdiode Rthd 92 8 

Montagewärme- R 0,2 K/W Ebenheit # 100 ‚um 
thch f / 

widerstand Rauktiefe 3 10 jum 
MKontagedrehmoment 
(4,5 £ 0,5) Nn 
Wärmeleitpaste z,B. NP 4401 
oder P 12 

Isolations- U, 2,5 V t = 1 min ean 1S0L(RNS) ©> 
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Bild 4: Höchstzulässiger Arbeitsbereich 

für periodisches Ausschalten 

(RBSOA) mit Prüfschaltung 
1o/1g>30 A, “Ip s 21 +, 4100 %
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Bild 5: Kollektor-Emitter-Sätti- 

D - gungsopannung in Abhängig- 
1 1 A 102 keit vom Kollektorstrom 

Ic_._ "(typ. Verlauf) 
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Bild 6: Schaltzeiten in Abhängigkeit vom Kollektorstrom (typ. Verlauf) 

Üppe 

Transistor AI 

k —w 

31ld 7: Zeitlicher Verlauf des Stromes beim Einschalten des Transistors 

ouf oine leitende Freilaufdiode
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Bild 8; Sperrerholzeit in Ab- 

hängigkeit von der Abfall- 
geschwindigkeit des Durch- 
laßstromes (typ. Verlauf) 

Bild 9: Relativer Kollektor-Basis-Reststrom in Abhängigkeit 
von der Gehäusetemperatur 

Die Datenbistter dienen 
‚der Information! 

£= können dersus keine Liefermög 
oder md - 

bgelautet werden. 
m Sinae des techni 

schen Fortschritts sind vorbehaiten. 
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